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(57) Abstract: The invention relates to a method for aligning semiconductor chips (210) in a medium, comprising the following method
steps: providing an electrically insulating, liquid medium; providing semiconductor chips; forming a suspension (20) by means of
the medium and the semiconductor chips; exposing the semiconductor chips using electromagnetic radiation to produce free charge
carriers in the semiconductor chips; arranging the suspension in an electrical field, wherein the semiconductor chips are aligned along
the electrical tield.

(57) Zusammenfassung: Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) in einem Medium mit den folgenden Vertahrensschrit-

ten: - Bereitstellen eines elektrisch isolierenden, fliissigen Mediums; - Bereitstellen von Halbleiterchips; - Ausbilden einer Suspension

(20) mit dem Medium und den Halbleiterchips; - Belichten der Halbleiterchips mit elektromagnetischer Strahlung zum Erzeugen von

O freien Ladungstrdgern in den Halbleiterchips; - Anordnen der Suspension in einem elektrischen Feld, wobei die Halbleiterchips entlang
des elektrischen Feldes ausgerichtet werden.
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Beschreibung

Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips, Verfahren zum
Anordnen von Halbleiterchips, Vorrichtung zur Herstellung

eines Halbleiterbauteils und Halbleiterbauteil

Es wird ein Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips und
ein Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips angegeben.
Darliber hinaus wird eine Vorrichtung zur Herstellung eines

Halbleiterbauteils und ein Halbleiterbauteil angegeben.

Eine zu losende Aufgabe besteht unter anderem darin, ein
Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium
anzugeben, bei dem die Halbleiterchips besonders zuverlédssig,
zeit- und kosteneffizient ausgerichtet werden, sodass sie
eine gleiche Orientierung aufweisen. Eine weitere zu l&sende
Aufgabe besteht darin, ein Verfahren zum Anordnen von
Halbleiterchips auf einem Trager anzugeben, bei die
Halbleiterchips besonders zeit- und kosteneffizient auf dem
Trager angeordnet werden und zuverlassig relativ zum Trager
ausgerichtet werden. Eine weitere zu ldsende Aufgabe besteht
unter anderem darin, eine Vorrichtung zur Herstellung eines
Halbleiterbauteils anzugeben, mit der ein Verfahren zum
Ausrichten von Halbleiterchips und ein Verfahren zum Anordnen
von Halbleiterchips auf einem Trager durchgefiihrt werden
kann. Eine weitere zu ldsende Aufgabe besteht unter anderem
darin, ein Halbleiterbauteil anzugeben, welches mittels eines
Druckprozesses hergestellt ist und eine verbesserte Effizienz

aufweist.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium wird zunachst

ein elektrisch isolierendes fliissiges Medium bereitgestellt.
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Beispielsweise umfasst oder ist das Medium eine dielektrische
Tinte, ein dielektrisches Losungsmittel oder ein
dielektrisches Kunststoffmaterial. Insbesondere weist die
Tinte einen hohen spezifischen Widerstand auf, beispielsweise
ist der spezifische Widerstand mindestens 101° Qm.
Beispielsweise weist das Medium eine geringe Viskositat auf.
Insbesondere ist die Viskositat des Mediums kleiner als 10
mPas. Das Medium kann in einem Wellenlangenbereich, der
beispielsweise zwischen Infrarot- und UV-Strahlung liegt,
transparent sein. Vorteilhafterweise weist das Medium
Eigenschaften auf, die im Hinblick auf das Verfahren zum
Ausrichten von Halbleiterchips in dem Medium optimiert sind.
Beispielsweise zeichnet sich das Medium durch eine hohe
Transparenz, eine geringe elektrische Leitfahigkeit, eine
gering Viskositat und eine Dichte, die geringer als die
Dichte von Halbleiterchips ist, die ausgerichtet werden

sollen, aus.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens werden
Halbleiterchips bereitgestellt. Die Halbleiterchips weisen
jeweils einen p-leitenden Bereich und einen n-leitenden
Bereich auf. Der p-leitende Bereich und der n-leitende
Bereich konnen direkt aneinander grenzen, sodass in dem
Bereich in dem der p-leitende und der n-leitende BRereich
aneinander grenzen eine Verarmungszone entsteht.
Beispielsweise handelt es sich bei den Halbleiterchips um
Dioden. Insbesondere handelt es sich bei den Halbleiterchips
um Leuchtdioden, die dazu eingerichtet sind im
bestimmungsgemallen Betrieb elektromagnetische Strahlung zu
erzeugen. Zum Beispiel sind die Halbleiterchips dazu
eingerichtet, Licht im Spektralbereich von UV-Strahlung bis
Infrarotstrahlung, insbesondere sichtbares Licht, zu

erzeugen.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium wird eine
Suspension mit dem Medium und den Halbleiterchips
ausgebildet. Beispielsweise ist die Suspension derart, dass
die Halbleiterchips in dem Medium fein verteilt sind.
Insbesondere ist das Volumen des Mediums ausreichend grobf,
dass die Halbleiterchips in dem Medium schweben konnen.
Insbesondere weisen die Halbleiterchips eine hohere Dichte
als das Medium auf, sodass die Halbleiterchips in dem Medium
absinken. Zwischen benachbarten Halbleiterchips in der

Suspension ist vorzugsweise das Medium angeordnet. Zumindest

o\°

ein GroRlteil der Halbleiterchips, insbesondere zumindest 90

der Halbleiterchips oder zumindest 99 % der Halbleiterchips

sind vollstandig von dem Medium umgeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium werden die
Halbleiterchips in einem Verfahrensschritt mit
elektromagnetischer Strahlung belichtet, um freie
Ladungstrager zu erzeugen. Bei dem Belichten der
Halbleiterchips mit elektromagnetischer Strahlung tritt in
den Halbleiterchips der fotoelektrische Effekt, insbesondere
der fotovoltaische Effekt, auf. Die elektromagnetische
Strahlung wird in dem Rereich, in dem der n-leitende Bereich
und der p-leitende Rereich der Halbleiterchips
aneinandergrenzen, absorbiert und erzeugt freie
Ladungstrager, insbesondere freie Ladungstragerpaare, in den
Halbleiterchips. Die Ladungstragerpaare, die in den
Halbleiterchips entstehen, werden getrennt und bewegen sich
in den p-leitenden oder in dem n-leitenden Bereich. Dabei
bewegen sich negative Ladungstrdger in den n-leitenden
Bereich und positive Ladungstrager in den p-leitenden BRereich

der Halbleiterchips. Da die Halbleiterchips in einem
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elektrisch isolierenden Medium angeordnet sind, flieRen die
Ladungstrager nicht tber das Medium ab. Vorteilhafterweise
entsteht im p-leitenden Bereich ein Uberschuss positiver
Ladungstridger und im n-leitenden Bereich ein Uberschuss

negativer Ladungstrager.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium wird die
Suspension in einem elektrischen Feld angeordnet. Dabei
werden die Halbleiterchips entlang des elektrischen Feldes
ausgerichtet. Die Halbleiterchips weisen im p-leitenden
Bereich mehr positive als negative Ladungstrager auf und im
n-leitenden Bereich mehr negative als positive Ladungstrager
auf. Auf die Ladungstradger wirkt im elektrischen Feld jeweils
die Coulomb-Kraft. Die Richtung der Coulomb-Kraft, die auf
negative Ladungstrager wirkt ist der Richtung der Coulomb-
Kraft die auf positive Ladungstrager wirkt entgegengesetzt.
Die auf die raumlich getrennten positiven und negativen
Ladungstrager wirkende Coulomb-Kraft resultiert in einer
Kraft durch die die Halbleiterchips jeweils entlang des
elektrischen Feldes ausgerichtet werden. Dabei werden die
Halbleiterchips derart ausgerichtet, dass der n-leitende
Bereich der Elektrode mit dem negativeren Potential zugewandt
ist und der p-leitende Bereich der Elektrode mit dem
positiveren Potential zugewandt ist. Vorteilhafterweise kann
mittels der Polaritat der ersten und zweiten Elektrode die

Orientierung der Halbleiterchips kontrolliert werden.

Halbleiterchips, die vor dem Anlegen des elektrischen Feldes
nicht entlang des Feldes ausgerichtet sind, kdénnen sich im

Medium bewegen, insbesondere drehen, so dass ihre Ausrichtung
zumindest naherungsweise entlang von Feldlinien des Feldes

erfolgt. Die ausgerichtete Position ist unter Einwirkung der
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Coulomb-Krafte der energetisch glinstigste Zustand fir die
Halbleiterchips. Die Halbleiterchips werden mittels der
Coulomb-Krafte ausgerichtet und in der ausgerichteten
Position gehalten. In der ausgerichteten Position ist der p-
leitende Bereich der Elektrode mit dem geringeren Potential
zugewandt und der n-leitende Bereich der Elektrode mit dem
hoheren Potential zugewandt. Insbesondere wird die erste
Elektrode auf der der Suspension abgewandten Seite des
Tragers angeordnet oder der Trager fungiert als erste
Elektrode. Und die zweite Elektrode wird insbesondere auf der
dem Trager abgewandten Seite der Suspension angeordnet. In
der ausgerichteten Position ist dann der n-leitende Bereich
vom Trager abgewandt und der p-leitende Bereich dem Trager
zugewandt. Alternativ ist in der ausgerichteten Position der
p-leitende Bereich vom Trager abgewandt und der n-leitende
Bereich dem Trager zugewandt. In der ausgerichteten Position
verlaufen die dem Trager zugewandten Flachen der
Halbleiterchips parallel zu der den Halbleiterchips
zugewandten Fladche des Trédgers, oder die dem Trager
zugewandten Flichen der Halbleiterchips sind maximal um 45°
zu der den Halbleiterchips zugewandten Flache des Tragers
geneigt. Vorteilhafterweise sind nach dem Ausrichten
zumindest 80%, insbesondere zumindest 90%, der

Halbleiterchips in der ausgerichteten Position.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium wird zunachst
ein elektrisch isolierendes, fliissiges Medium bereitgestellt.
Weiter werden Halbleiterchips bereitgestellt. In einem
weiteren Verfahrensschritt wird eine Suspension mit dem
Medium und den Halbleiterchips ausgebildet. In einem nadchsten
Verfahrensschritt werden die Halbleiterchips mit

elektromagnetischer Strahlung, zum Erzeugen von freien
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Ladungstragern in den Halbleiterchips, belichtet. In einem
weiteren Verfahrensschritt wird die Suspension in einem
elektrischen Feld angeordnet, wobei die Halbleiterchips

entlang des elektrischen Feldes ausgerichtet werden.

Einem hier beschriebenen Verfahren zum Ausrichten von
Halbleiterchips in einem Medium liegen dabei unter anderem
die folgenden Uberlegungen zugrunde. Bei dem Anordnen von
Halbleiterchips mittels eines Druckverfahrens sind die
Halbleiterchips zundchst in einem flissigen Druckmedium
angeordnet. Dabei sind die Halbleiterchips zufallig in der
Fliissigkeit ausgerichtet. Zur elektrischen Kontaktierung wird
auf einer Seite der Halbleiterchips eine erste Elektrode und
auf einer gegeniiberliegenden Seite der Halbleiterchips eine
zwelte Elektrode angeordnet. Aufgrund der zufalligen
Ausrichtung der Halbleiterchips zwischen der ersten und der
zwelten Elektrode konnen diese nur teilweise elektrisch

kontaktiert und betrieben werden.

Das hier beschriebene Verfahren zum Ausrichten von
Halbleiterchips in einem Medium macht nun unter anderem wvon
der Idee Gebrauch, die Halbleiterchips mit
elektromagnetischer Strahlung zu belichten, sodass eine
Ladungstragertrennung in den Halbleiterchips stattfindet. Da
das die Halbleiterchips umgebende Medium elektrisch
isolierend ist, flieBen die Ladungstrager nicht iber das
Medium ab. Durch das Anordnen der Halbleiterchips in einem
elektrischen Feld, wirken Coulomb-Krafte auf die raumlich
voneinander getrennten Ladungstrager. Mittels der Coulomb-
Krafte, die auf die Ladungstrager wirken, werden die
Halbleiterchips in dem Medium entlang des elektrischen Feldes

ausgerichtet.
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Vorteilhafterweise erméglicht ein derartiges Verfahren eine
groBe Anzahl von Halbleiterchips in einem Medium
auszurichten, sodass diese eine gleiche Orientierung
aufweisen. Vorteilhafterweise kénnen die derart
ausgerichteten Halbleiterchips besonders effizient elektrisch

kontaktiert und betrieben werden.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips ist das Medium fir die
elektromagnetische Strahlung, die zum Erzeugen der freien
Ladungstrager verwendet wird, transparent. Beispielsweise ist
das Medium im gesamten sichtbaren Wellenlangenbereich
transparent. Alternativ kann das Medium ausschlieflich fir
elektromagnetische Strahlung des Wellenld&ngenbereichs
transparent sein, der dazu geeignet ist, freie Ladungstrager
in den optoelektronischen Halbleiterchips zu erzeugen.
Vorteilhafterweise wird keine oder kaum elektromagnetische
Strahlung, die dazu geeignet ist, freie Ladungstrager in den
Halbleiterchips zu erzeugen, von dem die Halbleiterchips
umgebenden Medium absorbiert. Das heiBt, der
Transmissionsgrad des Mediums betragt fiir diese Strahlung
bevorzugt wenigstens 90%. Somit kann ein besonders groBer
Teil der elektromagnetischen Strahlung freie Ladungstrager in

den Halbleiterchips erzeugen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips finden das Belichten der
Halbleiterchips mit elektromagnetischer Strahlung und das
Anordnen der Suspension in einem elektrischen Feld
gleichzeitig statt. ,Gleichzeitig"™ bedeutet beispielsweise,
dass wahrend einer Zeit, in der das elektrische Feld auf die

Halbleiterchips wirkt, zumindest zeitweise das Belichten der
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Halbleiterchips erfolgt, wahrend diese im elektrischen Feld

angeordnet sind.

Beispielsweise werden die Halbleiterchips zwischen einer
ersten und einer zweiten Elektrode angeordnet mittels denen
das elektrische Feld erzeugt wird. Zwischen einer der
Elektroden und den Halbleiterchips kann eine Lichtquelle
angeordnet sein. Alternativ dazu kann eine der Elektroden
Aussparungen aufweisen, durch die elektromagnetische
Strahlung in den Bereich zwischen der ersten und zweiten
Elektrode treten kann. Insbesondere kdénnen in diesen
Aussparungen Lichtleiter angeordnet sein. Alternativ konnen
Lichtguellen in der Elektrode angeordnet sein. Alternativ
oder zusatzlich dazu koénnen Lichtquellen in einer lateralen
Ebene, die senkrecht zum elektrischen Feld steht, benachbart
zu einer Elektrode angeordnet sein. Vorteilhafterweise ist
die Ladungstragerdichte der iberschiissigen positiven
Ladungstrager im p-leitenden Bereich und der iiberschiissigen
negativen Ladungstrdager im n-leitenden Bereich besonders
hoch, wahrend die Halbleiterchips im elektrischen Feld
angeordnet sind. Mit einer hdheren Anzahl wvon freien
Ladungstragern, die sich in raumlich getrennten Bereichen
befinden, erhdoht die Coulomb-Kraft, mittels der die

Halbleiterchips ausgerichtet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips wird das elektrische Feld
zwischen einer ersten und einer zweiten Elektrode
ausgebildet. Dabei ist der Abstand der Suspension zur ersten
Elektrode kleiner als der Abstand zur zweiten Elektrode.
Beispielsweise betrdgt der Abstand der Suspension zur ersten

Elektrode hochstens 10 %, insbesondere hochstens 100 % des

Abstands zur zweiten Elektrode. Insbesondere ist der Abstand
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der Suspension zur zweiten Elektrode derart groB, dass die
Coulomb-Krafte zwischen Ladungstragern der zweiten Elektrode
und Ladungstrdagern in den Halbleiterchips vernachléassigbar

sind.

Beispielsweise ist eine Lichtguelle zwischen der Suspension
und der zweiten Elektrode angeordnet, welche dazu
eingerichtet ist, elektromagnetische Strahlung zu erzeugen,
um die Halbleiterchips zu belichten. Vorteilhafterweise
ermdglicht ein groRer Abstand zwischen der Suspension und der
zweiten Elektrode, dass die Suspension von der der ersten
Elektrode abgewandten Seite frei zuganglich ist.
Beispielsweise konnen von der der ersten Elektrode
abgewandten Seite der Suspension weitere Verfahrensschritte
durchgefiihrt werden, wahrend die Suspension im elektrischen
Feld angeordnet ist. Insbesondere ist die Lichtquelle zur
Erzeugung von freien Ladungstragern in den Halbleiterchips
auf der der ersten Elektrode abgewandten Seite der Suspension

angeordnet.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Ausrichten von Halbleiterchips umfassen die Halbleiterchips
einen Bereich mit einer energetischen Bandliicke. Weiter weist
die elektromagnetische Strahlung eine Energie auf, die groRer
ist als die Energie der Bandliicke. Insbesondere ist die
elektromagnetische Strahlung so gewadhlt, dass die Energie der
elektromagnetischen Strahlung ausreicht, um freie
Ladungstragerpaare in den Halbleiterchips zu erzeugen.
AuBerdem kann die elektromagnetische Strahlung so gewdhlt
sein, dass diese nur zu einem mdglichst geringen Anteil in
dem die Halbleiterchips umgebenden Medium absorbiert wird.

Vorteilhafterweise ermdglicht eine derartige
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elektromagnetische Strahlung, freie Ladungstrdger in den

Halbleiterchips zu erzeugen.

Es wird des Weiteren ein Verfahren zum Anordnen von

Halbleiterchips auf einem Trager angegeben.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager werden die
Halbleiterchips mit einem hier beschriebenen Verfahren zum
Ausrichten von Halbleiterchips in einem Medium ausgerichtet.
Das heiBt samtliche flir des Verfahren zum Ausrichten von
Halbleiterchips beschriebenen Merkmale sind auch fir das
Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager

und umgekehrt.

Dabei wird die Suspension auf dem Trager angeordnet.
Beispielsweise wird die Suspension vor dem Belichten und vor
dem Anordnen in einem elektrischen Feld auf einem Trager
angeordnet. Der Tradger kann beispielsweise mit einem
elektrisch isolierenden Material gebildet sein. Alternativ
oder zusatzlich kann der Trager mit einem elektrisch
leitenden Material gebildet sein oder elektrisch leitende
Strukturen aufweisen. Insbesondere sind die elektrisch
leitenden Strukturen dazu ausgebildet, die Halbleiterchips
elektrisch leitend zu kontaktieren und zu betreiben.
Beispielsweise kann es sich bei dem Trdger um einen
Anschlusstrager, zum Beispiel eine Leiterplatte handeln. Der
Trager kann dabei auch Anteile zumindest eines der folgenden
Materialen umfassen: Papier, Pappe, Kunststoff, textile

Materialien.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum

Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager wird die
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Suspension mittels eines Druckverfahrens auf dem Trager
angeordnet. Beispielsweise wird die Suspension mittels eines
Tintenstrahldruckverfahrens, eines Siebdruckverfahrens oder
mittels eines Tiefdruckverfahrens auf dem Trédger angeordnet.
Vorteilhafterweise kann mittels eines derartigen Verfahrens
eine groRe Anzahl von Halbleiterchips flachig auf einem
Substrat angeordnet werden, wobei die flachige Anordnung eine
beliebige Geometrie aufweisen kann. Beispielsweise kann die
flédchige Anordnung der Halbleiterchips die Form vieleckiger
oder runder geometrischer Formen aufweisen. Insbesondere kann
die flachige Anordnung die Kontur von Schriftzeichen oder
Zahlen aufweisen. Vorteilhafterweise kann mittels eines
Druckverfahrens eine grolle Anzahl von Halbleiterchips
besonders schnell und effizient auf dem Trager angeordnet

werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Tradger, steht eine
erste Elektrode in direktem Kontakt mit dem Trager. Der
Trager kann beispielsweise elektrisch isolierend ausgestaltet
sein. Beispielsweise kann die erste Elektrode eine Oberflédche
aufweisen die sich parallel zu der der Elektrode zugewandten
Seite des Tragers erstreckt. Alternativ kann der Trager
elektrisch leitend ausgestaltet sein. Beispielsweise kann die
Elektrode ein Schleifkontakt sein welcher elektrisch leitend
mit dem Trager verbunden ist, sodass das elektrische Feld
zwischen dem Trager und der zweiten Elektrode ausgebildet
wird. Vorteilhafterweise ist die erste Elektrode besonders
nah an den Halbleiterchips angeordnet, sodass ein besonders
starkes elektrisches Feld entsteht, in dem die

Halbleiterchips ausgerichtet werden.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager wird nach dem
Ausrichten der Halbleiterchips das Medium ausgehédrtet. Das
Medium wird beispielsweise mittels elektromagnetischer
Strahlung, insbesondere UV-Strahlung, oder mittels Aufheizens
des Mediums auf eine erhdhte Temperatur ausgehartet. Beim
Ausharten des Mediums kann ein Teil des Mediums verdampfen,
insbesondere kann ein GroRteil des Mediums verdampfen. Weiter
kann das Medium dazu eingerichtet sein, als Verbindungsmittel
zwischen dem Trager und den Halbleiterchips zu fungieren,
sodass die Halbleiterchips fest auf dem Trager angeordnet

sind.

Insbesondere wird das Medium erst dann ausgehartet, wenn die
Halbleiterchips in dem Medium abgesunken sind. Beispielsweise
stehen die Halbleiterchips in direktem mechanischem Kontakt
mit dem Tragers. Nach dem Aushdrten des Mediums sind die
Seitenflachen der Halbleiterchips, die die dem Trager
abgewandte Seite der Halbleiterchips mit der dem Trager
zugewandten Seite der Halbleiterchips miteinander verbinden,
zumindest teilweise von dem Medium bedeckt. Die dem Trager
zugewandten Flachen der Halbleiterchips stehen in direktem
Kontakt mit dem Tradger und kénnen Uber diesen elektrisch
leitend kontaktiert und betrieben werden. Vorteilhafterweise
hat das Medium mehrere Funktionen. Im flissigen Zustand dient
das Medium dazu, die Halbleiterchips mittels eines
Druckverfahrens auf einem Trager anordnen zu kénnen. Ist das
Medium ausgehédrtet, dient das Medium als elektrische
Isolierung und Passivierung der Seitenfldchen der
Halbleiterchips und kann zusdtzlich als mechanisches
Verbindungsmittel zwischen den Halbleiterchips und dem Trager

dienen werden.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager ist nach dem
Aushédrten des Mediums eine dem Tradger abgewandte Seite der
Halbleiterchips frei von dem Medium oder wird stellenweise
freigelegt. Das Volumen des Mediums kann beispielsweise beim
Aushadrten reduziert werden. Insbesondere kann sich das
Volumen derart reduzieren, dass die dem Tradger abgewandten
Seiten der Halbleiterchips nach dem Aushdrten nicht von dem
Medium tberdeckt sind. Alternativ kann das Medium nach dem
Aushédrten abgetragen werden, sodass die dem Trager
abgewandten Flachen der Halbleiterchips frei von dem Medium
sind. Beispielsweise kann das Medium mittels eines
Polierverfahrens oder mittels Laserstrahlung zumindest
stellenweise abgetragen werden. Insbesondere schlieBRen die
dem Trager abgewandten Fladchen der Halbleiterchips bindig mit
der dem Trager abgewandten Flache des Mediums ab.
Vorteilhafterweise konnen die Halbleiterchips iber die
freiliegenden Flachen elektrisch leitend kontaktiert und

betrieben werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager wird nach dem
Ausrichten der Halbleiterchips das Medium vollstéandig
entfernt. Beispielsweise umfasst das Medium ausschliellich
Materialien, die mittels Verdampfens entfernt werden kdnnen,
ohne dabei Rickstande auf dem Trager oder den Halbleiterchips
zu hinterlassen. Insbesondere kann das Medium mittels
Erhdhens der Temperatur des Tragers und der Halbleiterchips
entfernt werden. Vorteilhafterweise sind die Seitenflachen,
die die dem Tréadger zugewandte Seite und die dem Trager
abgewandte Seite der Halbleiterchips miteinander verbinden,
frei zugadnglich. Beisgspielsweise kénnen die Halbleiterchips in

einem weilteren Verfahrensschritt bearbeitet werden oder mit
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einer isolierenden Schicht Uberdeckt werden. Die isolierende
Schicht kann beispielsweise reflektierende, streuende oder
konvertierende Eigenschaften fiir die in den Halbleiterchips

erzeugte elektromagnetische Strahlung aufweisen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager stehen nach dem
Aushdrten oder Entfernen des Mediums zumindest 70 % der
Halbleiterchips in direktem Kontakt mit dem Trager.

<

Insbesondere stehen mindestens 80 % der Halbleiterchips,
vorzugsweise mehr als 90 % der Halbleiterchips, in direktem
Kontakt mit dem Trager. Vorteilhafterweise steht ein GroBRteil
der Halbleiterchips, insbesondere mehr als 80 % der
Halbleiterchips, mit der dem p-leitenden Bereich abgewandten
Seite des n-leitenden Rereichs in direktem Kontakt mit dem
Trager. Alternativ steht ein GroBteil der Halbleiterchips,
insbesondere mehr als 80 % der Halbleiterchips, mit der dem
n-leitenden Bereich abgewandten Seite des p-leitenden
Bereichs in direktem Kontakt mit dem Trager. Die
Halbleiterchips kénnen beispielsweise iiber den Trager

elektrisch leitend kontaktiert und betrieben werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager ist der Trager
dazu ausgebildet, in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren verwendet
zu werden. Der Trager weist beispielsweise flexible
mechanische Eigenschaften auf, sodass dieser auf eine Rolle
aufrollbar ist. Beispielsweise wird in einem
Verfahrensschritt der sich auf einer Rolle befindliche Trager
abgerollt. In weiteren Verfahrensschritten werden die
Halbleiterchips in der Suspension mittels Druckens auf dem
Trager angeordnet, die Halbleiterchips in dem Medium

ausgerichtet, das Medium entfernt und/oder ausgehartet.
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Zusatzlich kdénnen weitere Verfahrensschritte beispielsweise
zum Befestigen der Halbleiterchips auf dem Trager und zum
elektrischen Kontaktieren der Halbleiterchips ausgefihrt.
AnschlieBend wird der Trager vereinzelt und/oder auf eine
Rolle aufgerollt. Vorteilhafterweise kénnen mit einem Trager
der aufrollbar ist eine grofRe Anzahl von Halbleiterchips

kostenglinstig und schnell auf einem Trager angeordnet werden.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform des Verfahrens zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager ist der Trager
die erste Elektrode, mittels der das elektrische Feld erzeugt
wird. Beispielsweise steht der Trager wahrend des
Herstellungsverfahrens in direktem Kontakt mit einer
Elektrode, welche den Trédger elektrisch leitend kontaktiert.
Der Tradger ist dann auf einem elektrischen Potenzial, welches
verschieden von dem elektrischen Potenzial der zweiten
Elektrode ist. Beispielsweise wird der Trager wahrend des
Prozessierens in einem Rolle-zu-Rolle-Verfahren in einem
Schleifkontakt elektrisch leitend kontaktiert und fungiert
als erste Elektrode. Vorteilhafterweise ermdglicht diese
Anordnung, dass die erste Elektrode einen mdglichst geringen
Abstand zu den Halbleiterchips aufweist. Insbesondere ist das
elektrische Feld besonders stark, sodass die Halbleiterchips

besonders effizient ausgerichtet werden kdnnen.

Es wird des Weiteren eine Vorrichtung zur Herstellung eines
Halbleiterbauteils angegeben. Mittels der Vorrichtung kann
insbesondere das hier beschriebene Verfahren zur Ausrichtung
von Halbleiterchips in einem Medium und zum Anordnen wvon
Halbleiterchips auf einem Trager durchgefiihrt werden. Das
heiBt, samtliche fir die Verfahren offenbarten Merkmale sind
auch fiur die Vorrichtung zur Herstellung eines

Halbleiterbauteils offenbart und umgekehrt.
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Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils umfasst die Vorrichtung
eine Lichtquelle, die dazu eingerichtet ist, im
bestimmungsgemallen Betrieb elektromagnetische Strahlung zu
emittieren. Beispielsweise emittiert die Lichtquelle
elektromagnetische Strahlung, deren Energie groBer ist als
die Energie der Bandliicke von Halbleiterchips, die mittels
der Lichtquelle belichtet werden. Insbesondere umfasst die

Vorrichtung eine Vielzahl von Lichtquellen.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils umfasst die Vorrichtung
eine erste Elektrode und eine zweite Elektrode. Die erste
Elektrode und die zweite Elektrode sind beabstandet
zueinander angeordnet und dazu eingerichtet, im Retrieb ein
elektrisches Feld zu erzeugen. Insbesondere sind die erste
und die zweite Elektrode dazu eingerichtet, ein elektrisches
Feld mit homogener Feldstarke und Richtung zu erzeugen.
Beispielsweise sind die erste und die zweite Elektrode in
Form eines Plattenkondensators ausgestaltet. Alternativ kann
auch ausschlieRlich die zweite Elektrode in Form einer Platte
ausgestaltet sein, und die erste Elektrode kann als ein
Schleifkontakt ausgestaltet sein. Ist die erste Elektrode in
Form eines Schleifkontaktes ausgestaltet, so ist dieser dazu
ausgebildet in direktem Kontakt mit einem Trager zu stehen.

Insbesondere fungiert der Trager dann als erste Elektrode.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils ist die Lichtquelle dazu
ausgebildet einen Bereich zwischen der ersten und der zweiten
Elektrode mit elektromagnetischer Strahlung zu beleuchten.
Insbesondere durchlauft die von der Lichtquelle emittierte

elektromagnetische Strahlung dann den Bereich, in dem die
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erste und zweite Elektrode ein elektrisches Feld erzeugen.
Die Vorrichtung kann auBRerdem weitere Lichtgquellen umfassen,
sodass der Bereich zwischen der ersten und der zweiten
Elektrode von mehreren Richtungen aus beleuchtet wird.
Vorteilhafterweise ermdglicht diese Vorrichtung ein
gleichzeitiges Bestrahlen der Halbleiterchips mit
elektromagnetischer Strahlung und ein Anordnen der

Halbleiterchips im elektrischen Feld.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils sind die erste und die
zweite Elektrode dazu ausgebildet in dem Bereich mittels der
ersten und der zweiten Elektrode ein elektrisches Feld zu
erzeugen. Beispielsweise sind die erste und zweite Elektrode
dazu ausgebildet ein besonders homogenes elektrisches Feld zu
erzeugen. Insbesondere weist das elektrische Feld eine
besonders homogene Richtung auf. Beispielsweise bilden die
erste und die zweite Elektrode einen Plattenkondensator. Die
Elektroden sind derart ausgestaltet, dass in dem elektrischen
Feld zwischen den Elektroden beispielsweise eine Suspension,
welche ein Medium und Halbleiterchips umfasst, angeordnet

werden kann.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils weist die zweite
Elektrode eine Fladche mit zumindest einer Aussparung auf,
wobei in der Aussparung eine Lichtquelle angeordnet ist.
Insbesondere ist die Flache mit der Aussparung die der ersten
Elektrode zugewandte Fldche der zweiten Elektrode. Dabei kann
die Aussparung die zweite Elektrode quer oder senkrecht zu
ihrer Haupterstreckungsrichtung vollstandig durchdringen.
Beispielsweise handelt es sich bei der Lichtquelle um eine

Leuchtdiode oder einen Lichtleiter. Insbesondere weist die
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zweite Elektrode auf ihrer der ersten Elektrode zugewandten
Flache eine Vielzahl von Aussparungen auf, wobei in der
Vielzahl von Aussparungen Jjeweils eine Lichtquelle angeordnet
ist. Vorteilhafterweist erméglicht eine derartige Vorrichtung
eine homogene Beleuchtung von Halbleiterchips, wahrend diese
zwischen der ersten und der zweiten Elektrode angeordnet
sind. Weiter ermdglicht eine derartige Vorrichtung einen
besonders kleinen Abstand zwischen der ersten und der zweiten
Elektrode, da keine Lichtquelle zwischen der zweiten
Elektrode und der Suspension angeordnet werden muss.
Vorteilhafterweise ermdglicht der besonders kleine Abstand
zwischen der ersten und der zweiten Elektrode ein besonders

starkes Elektrisches Feld.

Gemal zumindest einer Ausfihrungsform der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils weist die zweite
Elektrode eine Flache auf, auf der ein Lichtleiter angeordnet
ist. Insbesondere ist auf der der ersten Elektrode
zugewandten Fl&dche der zweiten Elektrode ein Lichtleiter
angeordnet. Der Lichtleiter kann beispielsweise die gesamte
Flache der zweiten Elektrode, welche der ersten Elektrode
zugewandt ist, bedecken. Der Lichtleiter ist derart
ausgestaltet, dass elektromagnetische Strahlung in Richtung
der ersten Elektrode aus dem Lichtleiter ausgekoppelt wird.
Mittels des ausgekoppelten Lichts kann der Bereich zwischen
der ersten Elektrode und der zweiten Elektrode belichtet
werden. Beispielsweise sind in dem Lichtleiter streuende
Partikel angeordnet. Vorteilhafterweise ermdglicht diese
Vorrichtung eine besonders homogene Belichtung des Bereichs
zwischen der ersten und zweiten Elektrode und gleichzeitig
eine besonders platzsparende Anordnung der Lichtquelle
zwischen der Suspension und der zweiten Elektrode. Weiter

werden keine Aussparungen in der zweiten Elektrode benttigt,
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sodass ein elektrisches Feld mit besonders homogener Richtung

erzeugt werden kann.

Insbesondere kann die Vorrichtung zur Herstellung eines
Halbleiterbauteils eine Vorrichtung umfassen, mittels der
eine Suspension zwischen den Elektroden anordenbar ist.
Beispielsweise handelt es sich dabei um ein Dispensiersystem,
mittels dem Flissigkeiten, insbesondere Dispensionen,
handhabbar sind. Beispielsweise handelt es sich bei der
Vorrichtung mittels der eine Suspension zwischen den

Elektroden anordenbar ist um eine Druckvorrichtung.

Es wird des Weiteren ein Halbleiterbauteil angegeben. Das
Halbleiterbauteil kann insbesondere mittels der hier
beschriebenen Vorrichtung und den hier beschriebenen
Verfahren hergestellt werden. Das heilt, samtliche flr die
Verfahren und die Vorrichtung offenbarten Merkmale sind auch

flir das Halbleiterbauteil offenbart und umgekehrt.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
umfasst das Halbleiterbauteil einen Trdger und eine Vielzahl
von Halbleiterchips, die einen n-leitenden und einen p-
leitenden Bereich aufweisen. Bei dem Tradger handelt es sich
beispielsweise um einen Trager, welcher flir ein Rolle-zu-
Rolle-Verfahren geeignet ist. Insbesondere kénnen die
Halbleiterchips mittels des Tragers elektrisch leitend
kontaktiert und betrieben werden. Der p-leitende und der n-
leitenden Bereich grenzen direkt aneinander. Beispielsweise
handelt es sich bei den Halbleiterchips optoelektronische
Halbleiterchips, beispielsweise Dioden, insbesondere
Leuchtdioden. Die Halbleiterchips konnen dazu eingerichtet
sein bestimmungsgemallen Betrieb elektromagnetische Strahlung

zUu erzeugen und zu emittieren.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
weisen zumindest 70 % der Halbleiterchips eine gleiche
Orientierung auf und stehen in direktem Kontakt mit dem

<

Trager. Insbesondere stehen mindestens 80 % der
Halbleiterchips, vorzugsweise mehr als 90 % der
Halbleiterchips, in direktem Kontakt mit dem Trager und
weisen eine gleiche Orientierung auf. Bei Halbleiterchips,
die eine gleiche Orientierung aufweisen, ist der p-leitende
Bereich relativ zum n-leitenden Bereich gleich orientiert.
Beispielsweise sind die Halbleiterchips derart orientiert,
dass der p-leitende Rereich auf der dem Trager zugewandten
Seite des Halbleiterchips angeordnet ist und der n-leitende
Bereich auf der dem Tradger abgewandten Seite des Tragers
angeordnet ist. Alternativ konnen die Halbleiterchips auch
derart orientiert sein, dass die n-leitende Seite dem Trager
zugewandt ist und die p-leitende Seite dem Trager abgewandt
ist. Halbleiterchips, die in direktem Kontakt mit dem Trager
stehen, koénnen mittels des Tragers elektrisch leitend
kontaktiert und betrieben werden. Insbesondere werden im
bestimmungsgemallen Betrieb nur die Halbleiterchips betrieben,
die die gleiche Orientierung wie ein GroBteil der weiteren
Halbleiterchips aufweisen und in direktem Kontakt mit dem

Trager stehen.

Die Halbleiterchips koénnen in der lateralen Ebene, parallel
zur Haupterstreckungsebene des Tragers, von einem elektrisch
isolierenden Medium umgeben sein. Insbesondere schlieBt das
elektrisch isolierende Medium blindig mit den dem Trager
abgewandten Seiten der Halbleiterchips ab. Vorteilhafterweise
ermdglicht das elektrisch isolierende Medium die
Halbleiterchips an ihrer dem Trager abgewandten Seite mittels
einer flachigen elektrischen Kontaktierung elektrisch leitend

zu kontaktieren.
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Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
weisen die Halbleiterchips eine maximale Kantenlange von 10
pm auf. Bevorzugt weisen die Halbleiterchips eine maximale
Kantenlange von 5 um auf. Vorteilhafterweise sind die
Halbleiterchips ausreichend klein, sodass diese mittels eines

Druckverfahrens auf dem Trager angeordnet sein kodnnen.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
sind die Halbleiterchips mittels eines Druckverfahrens auf
dem Trager angeordnet. Beispielsweise weisen sich die mittels
eines Druckverfahrens auf dem Tradger angeordneten
Halbleiterchips an ihren Oberfldchen und der Trager an der
den Halbleiterchips zugewandten Flache Reste eines Mediums
auf, welches dazu geeignet ist die Halbleiterchips in einem
Druckverfahren auf den Trager aufzubringen. Insbesondere kann
dieses Medium ausgehdrtet sein, sodass das Medium als
Verbindungsmittel zwischen den Halbleiterchips und dem Trager

dient.

Weiter konnen die Halbleiterchips, die eine gleiche
Orientierung aufweisen, gedreht zueinander angeordnet sein.
Sind die Halbleiterchips gedreht zueinander angeordnet, so
sind die Halbleiterchips um eine Symmetrieachse, die
senkrecht zu der dem Trager abgewandten Oberflache der
Halbleiterchips verlauft, gedreht angeordnet. Weiter zeichnen
sich die mittels eines Druckverfahrens aufgebrachten
Halbleiterchips dadurch aus, dass die Anzahl der
Halbleiterchips pro Flacheneinheit des Tragers schwankt.
Beispielsweise sind die Halbleiterchips in unregelmédfBigen
Abstanden zueinander auf dem Trager angeordnet. Die mittels
Druckens aufgebrachten Halbleiterchips liegen nicht einzeln
auf dem Trager vor, sondern sind Gruppen die beispielsweise

mindestens 10, insbesondere mindestens 100 Halbleiterchips
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umfassen, angeordnet. AuBlerdem kann das Halbleiterbauteil
Halbleiterchips aufweisen, die derart orientiert sind, dass
diese im bestimmungsgemédBen Betrieb des Halbleiterbauteils
keine elektromagnetische Strahlung emittieren.
Vorteilhafterweise kann ein Halbleiterbauteil bei dem die
Halbleiterchips mittels Druckens auf dem Tradger angeordnet
sind besonders effizient und schnell hergestellt werden.
Insbesondere weist ein Halbleiterbauteil, bei dem die
Halbleiterchips mittels dem hier beschriebenen Verfahren zum
Anordnen von Halbleiterchips auf einem Trager angeordnet
sind, eine besonders groRe Anzahl von Halbleiterchips auf die
im bestimmungsgemdBen BRetrieb elektromagnetische Strahlung

emittieren.

Gemdl zumindest einer Ausfihrungsform des Halbleiterbauteils
werden die Halbleiterchips iiber den Trager und eine
elektrische Kontaktierung elektrisch leitend kontaktiert und
betrieben. Dabei ist die elektrische Kontaktierung jeweils
auf der dem Trager abgewandten Seite der Halbleiterchips
angeordnet. Beispielsweise sind die Seitenflédchen, welche die
dem Trager abgewandte Fldche und die dem Trager zugewandte
Flache der Halbleiterchips miteinander verbinden, von einem
elektrisch isolierenden Material bedeckt. Die Halbleiterchips
stehen an ihrer dem Tradger zugewandten Seite mit dem Trager
in direktem Kontakt und sind mit diesem elektrisch leitend
verbunden. Beispielsweise dient das elektrisch isolierende
Material, welches in der lateralen Ebene zwischen den
Halbleiterchips angeordnet ist, als Verbindungsmittel, um die
Halbleiterchips mechanisch fest mit dem Trager zu verbinden.
Der Trager kann mit einem elektrisch leitenden Material
gebildet sein oder elektrisch leitende Strukturen umfassen,
sodass die Halbleiterchip iiber den Trager bestromt und

betrieben werden koénnen. Die dem Trager abgewandte Seite der
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Halbleiterchips steht in direktem Kontakt mit der
elektrischen Kontaktierung. Uber den Trager und die
elektrische Kontaktierung konnen die Halbleiterchips bestromt
und betrieben werden. Vorteilhafterweise kann eine derartige
elektrische Kontaktierung grolflachig auf die Halbleiterchips
aufgebracht werden, sodass eine groBe Anzahl wvon
Halbleiterchips gleichzeitig elektrisch leitend kontaktiert
werden kann. Die elektrische Kontaktierung kann
beispielsweise mit einem elektrisch leitenden Material,
insbesondere mit einem transparenten elektrisch leitenden
Material, beispielsweise Indium Zinnoxid (ITO), gebildet

sein.

Vorteilhafterweise erméglicht eine flachige elektrische
Kontaktierung der Halbleiterchips an ihrer dem Trager
abgewandten Seite der Halbleiterchips ein besonders einfache
und zuverlassige elektrische Kontaktierung der

Halbleiterchips.

Weitere Vorteile und vorteilhafte Ausgestaltungen und
Weiterbildungen des Verfahrens zum Ausrichten wvon
Halbleiterchips, des Verfahrens zum Anordnen wvon
Halbleiterchips auf einem Trager, der Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils und des
Halbleiterbauteils ergeben sich aus den folgenden im
Zusammenhang mit den Figuren dargestellten

Ausfihrungsbeispielen.

Es zeigen:

Figuren 1A, 1B, 1C, 1D und 1E Verfahrensschritte des

Verfahrens zum Ausrichten von Halbleiterchips in
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einem Medium und Verfahrensschritte des Verfahrens

zum Anordnen von Halbleiterchips auf einem Tréager,

Figur 2 ein Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips auf

einem Trager,

Figuren 3A und 3B Ausfiihrungsbeispiele einer Elektrode
einer Vorrichtung zur Herstellung eines

Halbleiterbauteils,

Figuren 4A, 4B und 4C Ausfiihrungsbeispiele eines hier

beschriebenen Halbleiterbauteils.

Gleiche, gleichartige oder gleich wirkende Elemente sind in
den Figuren mit den gleichen Bezugszeichen versehen. Die
Figuren und die GroRenverhdltnisse der in den Figuren
dargestellten Elemente untereinander sind nicht als
malstablich zu betrachten. Vielmehr kénnen einzelne Elemente
zur besseren Darstellbarkeit und/oder fir eine bessere

Verstandlichkeit lbertrieben groll dargestellt sein.

Die Figur 1A zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
Suspension 20, die auf einem Trager 10 angeordnet ist. Die
Suspension 20 umfasst eine Vielzahl von Halbleiterchips 210
in einem Medium 220. Das Medium ist fliissig und elektrisch
isolierend. BReispielsweise ist das Medium transparent fir
elektromagnetische Strahlung im sichtbaren
Wellenladngenbereich und weist eine geringe Viskositat auf.
Jeder der Halbleiterchips 210 weist einen p-leitenden Bereich
211 und einen n-leitenden Bereich 212 auf, die direkt
aneinandergrenzen. Die Halbleiterchips weisen keine gleiche
Orientierung auf, sondern sind zufdllig innerhalb des Mediums

angeordnet und orientiert. Die Dichte der Halbleiterchips und
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des Mediums 220 unterscheidet sich beispielsweise nur in

geringem MaBe; insbesondere unterscheidet sich die Dichte des

o\°

Mediums 220 und der Halbleiterchips 210 maximal um 5
voneinander. Insbesondere ist die Dichte des Mediums 220
groRer als die Dichte der Halbleiterchips 210. Somit sinken
die Halbleiterchips nach einer gegebenen Zeit in dem Medium
ab und stehen in direktem mechanischem Kontakt mit dem Trager

10.

Die Figur 1B zeigt eine schematische Schnittdarstellung der
Vorrichtung zum Herstellen eines Halbleiterbauteils 1 und des
Verfahrens zum Ausrichten von Halbleiterchips 210 in einem
Medium 220 und des Verfahrens zum Anordnen von
Halbleiterchips 210 auf einem Trager 10. In diesem
Verfahrensschritt wird der Trager 10 und die Suspension 20 in
einem Bereich 600 zwischen einer ersten Elektrode 601 und
einer zweiten Elektrode 602 der Vorrichtung angeordnet. Die
erste Elektrode 601 und die zweite Elektrode 602 sind an eine
Spannungsquelle U angeschlossen, sodass zwischen der ersten
Elektrode 601 und der zweiten Elektrode 602 ein elektrisches
Feld E erzeugt wird. Zusatzlich weist die Vorrichtung
zwischen der ersten 601 und der zweiten 602 Elektrode eine
Lichtquelle 500 auf, welche elektromagnetische Strahlung L
emittiert, die eine Energie EL aufweist. Die Lichtquelle ist
auf der dem Trager 10 abgewandten Seite der Suspension 20
angeordnet, sodass die Elektromagnetische Strahlung L mit der
Energie EL zumindest Teilweise in einem Bereich der
Halbleiterchips 210 absorbiert wird, in dem der p-leitende
Bereich 211 und der n-leitende Bereich 212 aneinander
grenzen. Die Halbleiterchips weisen in diesem Bereich ein
Bandlickenenergie EB auf, die gleich oder kleiner als die

Energie EL der elektromagnetischen Strahlung ist.
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Die von der Lichtquelle 500 emittierte elektromagnetische
Strahlung L durchlauft das Medium 220 und wird in den
Halbleiterchips 210 absorbiert. Dabei werden aufgrund des
fotoelektrischen Effekts freie Ladungstrager generiert, wobei
positive Ladungstradger in den p-leitenden Bereich 211 und
negative Ladungstradger in den n-leitenden Bereich 212 des
Halbleiterchips 210 wandern. Aufgrund des elektrischen Felds
E wirken Coulomb-Krafte auf die Ladungstrdger in dem p-
leitenden Bereich 211 und in dem n-leitenden Bereich 212.
Somit werden die Halbleiterchips 210 entlang des elektrischen
Feldes E ausgerichtet, sodass der p-leitende Bereich 211 in
Richtung der ersten Elektrode 601 und der n-leitende Bereich
212 in Richtung der zweiten Elektrode 602 ausgerichtet wird.
Dabei ist die erste Elektrode auf einem positiveren Potenzial

als die zweite Elektrode 602.

Insbesondere kann die erste Elektrode 601 in direktem Kontakt
mit dem Tradger 10 stehen, sodass der Tradger 10 auf dem
gleichen Potenzial wie die erste Elektrode 601 ist und somit
auch als Elektrode fungiert. In dieser Darstellung weisen die
Halbleiterchips 210 eine gleiche Orientierung auf, jedoch
sind die Halbleiterchips noch nicht in direktem Kontakt mit
dem Trager 10 angeordnet. Beispielsweise weisen die
Halbleiterchips 210 eine grodBlere Dichte als das die
Halbleiterchips umgebende Medium 220 auf, sodass die
Halbleiterchips nach gegebener Zeit in dem Medium 220
absinken und in direktem Kontakt mit dem Trager 10 stehen.
Zusatzlich kénnen die anziehenden Coulomb-Krafte der ersten
Elektrode 601 und des Trager 10 auf die positiven
Ladungstrager die Halbleiterchips 210 in Richtung des Tragers

ziehen.
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Die Figur 1C eine schematische Schnittdarstellung einer
alternativen Ausfihrungsform der Vorrichtung zum Herstellen
eines Halbleiterbauteils 1 und des Verfahrens zum Ausrichten
von Halbleiterchips 210 in einem Medium 220 und des
Verfahrens zum Anordnen von Halbleiterchips 210 auf einem
Trager 10. Im Gegensatz zu dem in Figur 1B gezeigten
Verfahren ist die Lichtgquelle 500 in die zweite Elektrode 602
integriert. Insbesondere umfasst die Vorrichtung zur
Herstellung eines Halbleiterbauteils 1 eine Vielzahl wvon
Lichtgquellen 500. Bei den Lichtguellen 500 kann es sich
beispielsweise um Leuchtdioden handeln, die in Aussparungen
der zweiten Elektrode 602 angeordnet sind. Beispielsweise
kénnen die Aussparungen in der der ersten Elektrode (601)
zugewandten Seite (602a) der zweiten Elektrode angeordnet
sein. Insbesondere kodnnen die Aussparungen die zweite
Elektrode quer zu ihrer Haupterstreckungsebene vollstandig
durchdringen. Alternativ kann es sich bei den Lichtgquellen
500 um Lichtleiter handeln, mittels denen die
elektromagnetische Strahlung L in dem Bereich 600 zwischen
der ersten Elektrode 601 und der zweiten Elektrode 602
eingebracht wird. Weiter unterscheiden sich das
Ausfihrungsbeispiel der Figur 1B und der Figur 1C in der
Anordnung der Elektrode 601. In dem Ausfihrungsbeispiel der
Figur 1C steht die erste Elektrode 601 nicht in direktem
Kontakt mit dem Trdger 10. Vorteilhafterweise wird bei dieser
Anordnung ein elektrostatisches Aufladen des Tradgers und der

Suspension 20 vermieden.

Im hier dargestellten Ausfihrungsbeispiel stehen die
Halbleiterchips 210 in direktem mechanischem Kontakt mit dem
Trager 10. Die Halbleiterchips 210 weisen beispielsweise eine
groRere Dichte als das umgebende Medium 220 auf, sodass die

Halbleiterchips 210 nach dem Ausrichten auf den Trager 220
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absinken und mit diesem in direktem mechanischen Kontakt
stehen. Zusatzlich oder alternativ kdénnen die Halbleiterchips
mittels der Coulomb-Krafte, welche auf die freien
Ladungstrager im p-leitenden und im n-leitenden Bereich der
Halbleiterchips 210 wirken, an den Tradger angezogen werden

und stehen mit diesem in direktem mechanischen Kontakt.

Die Figur 1D zeigt eine schematische Schnittdarstellung einer
alternativen Ausfihrungsform der Vorrichtung zum Herstellen
eines Halbleiterbauteils 1 und des Verfahrens zum Ausrichten
von Halbleiterchips 210 in einem Medium 220 und des
Verfahrens zum Anordnen von Halbleiterchips 210 auf einem
Trager 10. Im Unterschied zu dem in der Figur 1B gezeigten
Ausfihrungsbeispiel ist die erste Elektrode 601 mit dem
Trager 10 gebildet. Der Tradger 10 ist direkt elektrisch
leitend mit der Spannungsquelle U verbunden. Mittels der
Spannungsquelle U wird ein elektrisches Feld E zwischen der
ersten Elektrode 601 bzw. dem Trager 10 und der zweiten
Elektrode 602 erzeugt. Die zweite Elektrode ist dabei auf der
den Halbleiterchips zugewandten Seite des Tragers 10
angeordnet. Analog zu dem Ausfihrungsbeispiel, welches in
Figur 1B dargestellt ist, ist zwischen der ersten Elektrode
601 und der zweiten Elektrode 602 eine Lichtgquelle 500
angeordnet. Die Lichtquelle 500 emittiert elektromagnetische
Strahlung L, welche von den Halbleiterchips 210 absorbiert
wird, sodass in den Halbleiterchips freie Ladungstrager

generiert werden.

Die Halbleiterchips sind entlang des elektrischen Feldes E
orientiert und sind auf die Oberfliche des Tragers 10

abgesunken.
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Die Figur 1E zeigt einen der Figur 1D nachfolgenden
Verfahrensschritt, bei dem das Medium 220 vollstandig
entfernt wurde. Beispielsweise wurde das Medium 220 mittels
Verdampfens vollstandig entfernt. Dazu wurden beispielsweise
der Trager 10 und die Halbleiterchips 210 aufgeheizt, sodass
das Medium 220 verdampft ist. Alternativ wurde das Medium
mittels einer Flissigkeit von dem Trager gespiilt, wobei
anschlieRend Reste der Flissigkeit mittels Verdampfens
entfernt wurden. Insbesondere wurde das Medium 220 bzw. die
Flissigkeit entfernt wahrend die Halbleiterchips 210 im
elektrischen Feld E angeordnet sind und wahrend die
Halbleiterchips 210 mit elektromagnetischer Strahlung L

belichtet werden.

Figur 2 zeigt eine Vorrichtung zur Herstellung eines
Halbleiterbauteils 1, mit der beispielsweise das Verfahren
zum Anordnen von Halbleiterchips 210 auf einem Trager 10
durchgefithrt werden kann. Die Vorrichtung umfasst eine erste
Elektrode 601 und eine zweite Elektrode 602, die mit einer
Spannungsquelle U elektrisch leitend verbunden sind. Mittels
der ersten Elektrode 601 und der zweiten Elektrode 601 wird
ein elektrisches Feld E zwischen den Elektroden erzeugt. In
die zweite Elektrode 602 sind mehrere Lichtquellen 500
integriert. Die Lichtquellen 500 emittieren
elektromagnetische Strahlung L, welche den Bereich 600
zwischen der ersten Elektrode 601 und der zweiten Elektrode
602 durchlauft. In diesem Bereich 600 ist ein Trager 10
angeordnet, auf dessen den Lichtquellen 500 zugewandter Seite
eine Suspension 20 angeordnet ist. Die Suspension 20 umfasst
ein flissiges, elektrisch isolierendes Medium 220 und
Halbleiterchips 210. Insbesondere ist der Trager 10 dazu

ausgebildet, auf eine Rolle 30 aufrollbar zu sein.
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In der in Figur 2 dargestellten Vorrichtung wird der Trager

10 von der Rolle 30 abgerollt und mittels weiterer Rollen 30
in den BRereich 600 zwischen der ersten Elektrode 601 und der
zwelten Elektrode 602 transportiert. Bevor der Trager 10 den
Bereich 600 durchlauft, wird die Suspension 20 auf dem Trager
10 angeordnet. Beigspielsweise wird die Suspension 20 mittels
Druckens auf dem Trager 10 angeordnet. Insbesondere wird die
Suspension 20 mittels Tintenstrahldruckens oder einer

Druckwalze auf dem Trager 10 angeordnet.

Im BRereich 600 zwischen der ersten Elektrode 601 und der
zweiten Elektrode 602 werden frei Ladungstragerpaare in den
Halbleiterchips erzeugt. Die Ladungstrager wandern aufgrund
des fotovoltaischen Effekts in den p-leitenden 211 und in den
n-leitenden 212 Bereich. Somit koénnen die Halbleiterchips
210, welche sich in der Suspension 20 befinden, mittels der
im elektrischen Feld E entstehenden Coulomb-Krafte
ausgerichtet werden. Nachdem die Halbleiterchips 210
ausgerichtet sind, wird der Tradger 10 und die Suspension 20
iber weitere Rollen transportiert, sodass beispielsweise das
Medium 220 entfernt oder ausgehartet werden kann und
anschlieBend weitere Verfahrensschritte zur elektrischen
Kontaktierung und zum Vereinzeln der Halbleiterbauteile 1

durchgefihrt werden kdnnen.

Figur 3A zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines
Teils einer hier beschriebenen Vorrichtung zur Herstellung
eines Halbleiterbauteils 1. In dieser Schnittdarstellung ist
eine spezielle Ausfihrungsform der zweiten Elektrode 602
dargestellt, auf deren Oberfldche 602a ein Lichtleiter 501
angeordnet ist. Die Oberfldche 602a ist dabei die der ersten
Elektrode 601 zugewandte Flache der zweiten Elektrode 602.

Weiter umfasst die Vorrichtung eine Lichtquelle 500, welche
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an einer Seitenflidche des Lichtleiters 501 angeordnet ist.
Eine Seitenfldche ist dabei die Fléache, welche quer zur
Haupterstreckungsebene des Lichtleiters 501 wverlauft.
Elektromagnetische Strahlung L, welche durch die Seitenfléche
des Lichtleiters 501 eingekoppelt wird, wird in dem
Lichtleiter 501 gestreut, sodass die elektromagnetische
Strahlung L aus dem Lichtleiter 501 austritt. Dabei tritt die
elektromagnetische Strahlung L durch die der zweiten
Elektrode 602 abgewandte Seite des Lichtleiters 501 aus.
Vorteilhafterweise ermdglicht diese Ausfihrungsform der
zweiten Elektrode 602 und der Lichtgquelle 500 und des
Lichtleiters 501 eine besonders nahe Anordnung der Elektrode
602 an der Elektrode 601, welche auf der dem Lichtleiter
zugewandten Seite der zweiten Elektrode 602 angeordnet ist.
Dies fihrt zu einem besonders starken elektrischen Feld
zwischen den Elektroden, sodass die Halbleiterchips besonders
zuverlassig ausgerichtet werden koénnen. Dariber hinaus weist
die zweite Elektrode 602 keine Aussparungen auf sodass
mittels dieser Vorrichtung ein besonders homogenes

elektrisches Feld E erzeugt werden kann.

Die Figur 3B zeigt im Vergleich zu Figur 3A eine alternative
Ausfiihrungsform eines Teils der Vorrichtung zur Herstellung
eines Halbleiterbauteils 1. Insbesondere ist hier eine
Bauform der zweiten Elektrode 602 dargestellt, bei der an der
Oberfldche 602a eine Vielzahl wvon Lichtquellen 500 angeordnet
ist. Beispielsweise handelt es sich bei den Lichtguellen um
Licht emittierende Dioden, welche in Aussparungen der zweiten
Elektrode 602 angeordnet sind. Alternativ kdnnen die
Lichtgquellen 500 die Enden einer Vielzahl von Lichtleitern
501 sein, mittels derer elektromagnetische Strahlung L in den
Bereich zwischen der ersten Elektrode 601 und der zweiten

Elektrode 602 eingekoppelt wird. Vorteilhafterweise
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ermdglicht diese Ausfihrungsform der Vorrichtung eine
besonders hohe Intensitat der elektromagnetischen Strahlung L

mit der die Halbleiterchips belichtet werden.

Figur 4A zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines
hier beschriebenen Halbleiterbauteils 1 gemal eines ersten
Ausfihrungsbeispiels. Das Halbleiterbauteil 1 umfasst einen
Trager 10, auf dessen Oberfliche eine Vielzahl von
Halbleiterchips 210 angeordnet ist. Die Halbleiterchips
stehen mit dem n-leitenden Bereich 212 in direktem Kontakt
mit dem Trager 10. In Bereichen der Oberflache des Tragers 10
und auf Seitenfldchen der Halbleiterchips 210 sind Reste des
Mediums 220 angeordnet. In diesen Bereichen kann das Medium
220 als Verbindungsmittel zwischen den Halbleiterchips 210
und dem Trager 10 dienen. Somit sind die Halbleiterchips lber
das Verbindungsmittel, welches durch das Medium 220 gebildet
wird, mechanisch fest mit dem Trager 10 verbunden. Bereiche
zwischen den Halbleiterchips 210 sind mit einer isolierenden
Schicht 71 befillt. Insbesondere bedeckt die isolierende
Schicht 71 die Seitenflidchen der Halbleiterchips, welche die
dem Trager 10 abgewandte Oberfldche 210a und die dem Trager
10 zugewandte Unterflache der Halbleiterchips 210 miteinander
verbindet, vollstandig. Auf der dem Trager abgewandten Seite
der Halbleiterchips 210 ist kein Medium 220 und keine
isolierende Schicht 71 angeordnet. Die dem Trager 10
abgewandte Seite der Halbleiterchips 210 ist also frei wvon

der isolierenden Schicht 71 und dem Medium 220.

Auf der dem Trager 10 abgewandten Seite der Halbleiterchips
210 ist eine elektrische Kontaktierung 70 angeordnet. Die
Halbleiterchips 210 konnen mittels des Tragers 10 und der
elektrischen Kontaktierung 70 elektrisch kontaktiert und

betrieben werden. Insbesondere kann die elektrische
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Kontaktierung fiir die in den Halbleiterchips 210 erzeugte
elektromagnetische Strahlung transparent oder reflektierend
ausgestaltet sein. Weiter kann der Trager 10 flir die in den
Halbleiterchips 210 erzeugte elektromagnetische Strahlung

transparent oder reflektierend ausgestaltet sein.

Die Figur 4B zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines
hier beschriebenen Halbleiterbauteils 1 gemal eines zweiten
Ausfiihrungsbeispiels. Im Unterschied zum ersten
Ausfiihrungsbeispiel bedeckt das Medium hier die Seitenflédchen
der Halbleiterchips 210 vollstandig und die Halbleiterchips
sind mit dem p-leitenden Bereich 211 in direktem Kontakt mit
dem Trager 10 angeordnet. Beispielsweise dient das Medium 220
als mechanisches Verbindungsmittel zwischen den
Halbleiterchips 210 und dem Trager 10. Weiter ist das Medium
220 aus einem elektrisch isolierenden Material gebildet. Die
dem Trager 10 abgewandten Oberfldchen der Halbleiterchips 210
sind frei von dem Medium 220. Beispielsweise schlieBt die dem
Trager 10 abgewandte Seite des Mediums 220 bindig mit den dem
Trager abgewandten Seiten der Halbleiterchips ab.
Beispielsweise wurde das Medium 220 nach dem Ausrichten der
Halbleiterchips und nach dem Ausharten des Mediums 220
teilweise entfernt. Insbesondere wurde das Medium mittels
Polierens von der dem Trager abgewandten Oberfliche der

Halbleiterchips 210 entfernt.

Sowohl die elektrische Kontaktierung 70 als auch der Trager
10 und das Medium 220 konnen jeweils reflektierend oder
transparent fir die in den Halbleiterchips erzeugte
elektromagnetische Strahlung ausgestaltet sein. Alternativ
kann der Trager 10, die elektrische Kontaktierung 70 oder das
Medium 220 ein Konversionsmittel umfassen, welches dazu

eingerichtet ist, elektromagnetische Strahlung, die wvon den
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Halbleiterchips 210 emittiert wird, in elektromagnetische

Strahlung eines ladngeren Wellenld@ngenbereichs umzuwandeln.

Die Figur 4C zeigt eine Draufsicht eines hier beschriebenen
Halbleiterbauteils 1 gemal dem zweiten Ausfihrungsbeispiel.
In diesem Ausfiihrungsbeispiel ist die elektrische
Kontaktierung 70 transparent ausgestaltet, sodass die dem
Trager abgewandte Seite 210a der Halbleiterchips 210 sichtbar
ist. In der lateralen Ebene sind die Halbleiterchips von dem
Medium 220 vollstdandig umgeben. Die Halbleiterchips 210 sind
mittels eines Druckverfahrens auf dem Trager angeordnet.
Insbesondere sind die Halbleiterchips in unregelmdBigen
Abstédnden zueinander auf dem Tradger 10 angeordnet. Weiter
kénnen die Halbleiterchips gedreht zueinander angeordnet
sein. Gedreht zueinander angeordnet bedeutet in diesem
Zusammenhang, dass die Halbleiterchips um eine
Symmetrieachse, welche senkrecht zur dem Trager 10
abgewandten Oberflache 210a der Halbleiterchips 210 verlauft,

gedreht sind.

Die Erfindung ist nicht durch die Beschreibung anhand der
Ausfiihrungsbeispiele auf diese beschrankt. Vielmehr umfasst
die Erfindung jedes neue Merkmal sowie jede Kombination von
Merkmalen, was insbesondere jede Kombination von Merkmalen in
den Patentanspriichen beinhaltet, auch wenn dieses Merkmal
oder diese Kombination selbst nicht explizit in den

Patentanspriichen oder Ausfiihrungsbeispielen angegeben ist.

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 102016116353.8, deren Offenbarungsgehalt

hiermit durch Riickbezug aufgenommen wird.
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Bezugszeichenliste

10
20
210
210a
211
212
220
30
500
501
600
601
602
70
71

EL
EB

Halbleiterbauteil

Trager

Suspension

Halbleiterchip

dem Trager abgewandte Seite der Halbleiterchips
p-leitender BRereich

n-leitender Bereich

Medium

Rolle

Lichtquelle

Lichtleiter

Bereich zwischen erster und zweiter Elektrode
erste Elektrode

zwelte Elektrode

Elektrische Kontaktierung

isolierende Schicht

elektrisches Feld

elektromagnetische Strahlung

Energie der elektromagnetischen Strahlung
Energie der Bandliicke der Halbleiterchips

Spannungsquelle
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Patentanspriiche

1. Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) in
einem Medium (220) mit den folgenden
Verfahrensschritten:

- Bereitstellen eines elektrisch isolierenden,
fliissigen Mediums (220);

- Bereitstellen von Halbleiterchips (210);

- Ausbilden einer Suspension (20) mit dem Medium (220)
und den Halbleiterchips (210);

- Belichten der Halbleiterchips (210) mit
elektromagnetischer Strahlung (L) zum Erzeugen von
freien Ladungstragern in den Halbleiterchips (210);

- Anordnen der Suspension (20) in einem elektrischen
Feld (E), wobei die Halbleiterchips (210) entlang des

elektrischen Feldes (E) ausgerichtet werden.

2. Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) nach
dem vorherigen Anspruch, wobei das Medium (220) flur die
elektromagnetische Strahlung (L), die zum Erzeugen der

freien Ladungstrager verwendet wird, transparent ist.

3. Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) nach
einem der vorherigen Anspriiche, wobei das Belichten der
Halbleiterchips mit elektromagnetischer Strahlung (L)
und das Anordnen der Suspension (20) in einem

elektrischen Feld (E) gleichzeitig stattfindet.

4. Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) nach
einem der vorherigen Anspriiche, wobei
das elektrische Feld (E) zwischen einer ersten (601)
und einer zweiten (602) Elektrode ausgebildet wird,

wobeil
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der Abstand der Suspension (20) zur ersten Elektrode
(601) kleiner ist als der Abstand zur zweiten Elektrode

(602) .

Verfahren zum Ausrichten von Halbleiterchips (210) nach
einem der vorherigen Anspriiche, wobei

- die Halbleiterchips (210) einen Bereich mit einer
Bandlicke (EB) umfassen, und

- die elektromagnetische Strahlung (L) eine Energie
(EL) aufweist, die groBer ist als die Energie der

Bandlicke (EB).

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) mit den folgenden
Verfahrensschritten:

- Durchfiilhren eines Verfahren zum Ausrichten wvon
Halbleiterchips (210) gemaB einem der vorherigen
Anspriiche, wobei

die Suspension (20) auf dem Trager (10) angeordnet

wird.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach dem vorherigen Anspruch, wobei
die Suspension (20) mittels eines Druckverfahrens auf

dem Trager (10) angeordnet wird.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager nach einem der vorherigen Anspriiche, wobei
die erste Elektrode (601) in direktem Kontakt mit dem
Trager (10) steht.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf

einem Trager (10) nach einem der vorherigen Anspriiche,
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10.

11.

12.

13.

14.

wobei
nach dem Ausrichten der Halbleiterchips (210) das
Medium (220) ausgehédrtet wird.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach dem vorherigen Anspruch, wobei
nach dem Ausharten des Mediums (220) eine dem Trager
(10) abgewandte Seite (210a) der Halbleiterchips (210)
frei von dem Medium (220) ist oder stellenweise

freigelegt wird.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach einem der Anspriiche 7 bis 8,
wobel

nach dem Ausrichten der Halbleiterchips (210) das
Medium (220) vollstandig entfernt wird.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach einem der Anspriiche 9 bis 11,
wobel

nach dem Ausharten oder Entfernen des Mediums (220)

zumindest 70% der Halbleiterchips (210) in direktem
Kontakt mit dem Trager (10) stehen.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach einem der vorherigen Anspriiche,
wobel

der Trager (10) dazu ausgebildet ist in einem Rolle-zu-

Rolle-Verfahren verwendet zu werden.

Verfahren zum Anordnen von Halbleiterchips (210) auf
einem Trager (10) nach einem der vorherigen Anspriiche,

wobeil
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der Trager (10) die erste Elektrode (601) ist, mittels

der das elektrische Feld (E) erzeugt wird.

Vorrichtung zur Herstellung eines Halbleiterbauteils
(1), mit

- einer Lichtquelle (500), einer ersten Elektrode
(601) und einer zweiten Elektrode (602), bei der

- die Lichtguelle (500)dazu ausgebildet ist einen
Bereich (600) zwischen der ersten (601) und der zweiten
(602) Elektrode mit elektromagnetischer Strahlung (L)
zu beleuchten, wobei

- die erste (601) und die zweite (602) Elektrode dazu
ausgebildet sind in dem Bereich (600) ein elektrisches
Feld (E) zu erzeugen, und

- die Elektroden (601, 602) derart ausgestaltet sind,
dass in dem elektrischen Feld (E) zwischen den
Elektroden (601, 602) eine Suspension, welche ein

Medium und Halbleiterchips umfasst, anordenbar ist.

Vorrichtung zur Herstellung eines Halbleiterbauteils
(1) gemaB dem vorherigen Anspruch, bei der

- die zweite Elektrode (602) eine Flache (602a) mit
zumindest Aussparung (50) aufweist, wobei

- in der Aussparung (50) eine Lichtquelle (500)

angeordnet ist.

Vorrichtung zur Herstellung eines Halbleiterbauteils
(1) gemaB Anspruch 15, bei der
- die zweite Elektrode (602) eine Flache (602a)

aufweist, auf der ein Lichtleiter (501) angeordnet ist.

Halbleiterbauteil (1) mit einem Trager (10), einer

Vielzahl von Halbleiterchips (210), bei dem
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- die Halbleiterchips (210) jeweils einen n-leitenden
Bereich (212) und einen p-leitenden Bereich (211)
aufweisen,

- zumindest 70% der Halbleiterchips (210) eine gleiche
Orientierung aufweisen und in direktem Kontakt mit dem
Trager (10) stehen,

- die Halbleiterchips (210) eine maximale Kantenlange
von 10 um aufweisen, und

- die Halbleiterchips (210) mittels eines

Druckverfahrens auf dem Tradger (10) angeordnet sind.

Halbleiterbauteil (1) gemaB dem vorherigen Anspruch,
bei dem

- die Halbleiterchips (210) uber den Trager (10) und
eine elektrische Kontaktierung (70) elektrisch leitend
kontaktiert und betrieben werden, wobei

- die elektrische Kontaktierung (70) jeweils auf der
dem Trager (10) abgewandten Seite (210a) der
Halbleiterchips (210) angeordnet ist.
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